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1. はじめに 

現在、有機材料を用いたデバイスの研究が 

盛んに行われている。有機デバイスにはフレキ

シブル性などのシリコンデバイスでは実現で

きない様々な魅力がある。OFET のデバイス特

性を評価する場合に、ボトムコンタクト型ソー

ス/ドレイン電極のデバイスではペンタセン薄

膜を堆積するだけでトランジスタ特性を評価

できる利点があり、前回、我々はペンタセン膜

厚依存性に関して報告した[1]。本研究では、リ

フトオフによるボトムコンタクト型ペンタセ

ン OFET の L/W 比依存性に関する検討を行っ

たので報告する。 

2. 実験方法 

本研究で作製したボトムコンタクト型

OFET のデバイス構造を図 1に示す。熱酸化に

より 500 nm の SiO2 ゲート絶縁膜を形成後、  

リフトオフを用いて Au 電極をパターニング 

した。次に、蒸着法を用いてペンタセン(約 50 

nm)を室温で堆積した。堆積レートおよび堆積

中の真空度はそれぞれ 1 nm/min および 8x10-6 

Torrとした。ここで、ゲート長/ゲート幅(L/W)

比を 200/500 m – 200/2000 m と変化させて

OFET を作製した。このように作製した試料に

関して、電気特性を評価した。 

3. 実験結果および考察 

図 2(a)に、ID-VG 特性のチャネル幅依存性を

示す。L/W 比が 2.5 以上の場合(L/W=200/500 

m)、ドレイン電流値が増大することが    

わかった。 

次に、IG-VG 特性を図 2(b)に示す。ゲート  

リーク電流はゲート幅に依存せずほぼ一定で

あることがわかった。 
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図 1 デバイス構造 
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図 2 電気特性のチャネル幅依存性。 

(a) ID-VG特性、(b) IG-VG特性。 
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